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ソリトンと呼ばれる励起が存在することが知 られてお り､ その存在
及び性質はよ く訴べ られていて､ ドープ濃度の低いときの多 くの実












しか し,最近にならて ､ ポ リアセチレンの合成の方法が改良され,
塚本,高橋等によ り, V-(CfI)xと呼ばれる高い電気伝導度が得
られ, また密度も理論億にほぼ等 しくなる新 しいポ リアセチレンが
合成された｡ V -(CH)x は ドープすることによ り室温での電気伝
導度が従来のポ リアセチレンより約 1桁以上大きい105(S/cn)に達す
る｡
本研究では , V-(CH)x にほぼ飽和するまでヨウ素を ドープし
て,金属的電気伝導 を実現 したものについて､電気伝導度､磁化率､




る障壁部を トンネルによ り結合 していると考 えるShengモデル
によ り説明できる｡ SQUID法により得 られた静故化率について
は温度に依存す るCurie磁化率と温度に依存 しないPauli
磁化率から成ることが兄いだされ､ ドープ濃度4%か ら飽和するま
での封建範囲においては､ Pauli磁化率が ドー ピング濃度と共
に次第に大きくなる傾向があ り,その大きさも従来報告された僧に





に近づけて､熱起電力及び電気伝導度の温度依存性を測定 し､ ポ リ
アセチ レンにおける金属 ･非金属転移について調べた｡電気伝導度
はバ リアブル レンジホッピング型の依存性を示 し､ ポテンシャルの
乱れにより局在化が生 じている事を示 している｡
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